Magisterské statni zavérecné zkousky

Studijni program:

Chemie materialit a materialové inZenyrstvi

Studijni obor:

Materidly pro elektroniku

Tti povinné okruhy:

Teorie pevnych ldatek
Zaklady materidlového inZenyrstvi
Technologie materidlii pro elektroniku

Jeden z volitelnych
okruht:

Elektronika
Optoelektronika

Teorie pevnych latek

Idealni krystal, jeho geometrie a symetrie, realny krystal.

Chemicka vazba v pevnych latkach.

Mechanické a tepelné vlastnosti pevnych latek.

Elektrické, magnetické a optické vlastnosti pevnych latek.

Matematicky aparat kvantové teorie, postulaty kvantové mechaniky, teorie
reprezentace.

Lineéarni harmonicky oscilétor, pohyb ¢astic ve sféricky potencidlovém poli.
Semiempiricka teorie Castic se spinem, teorie souboru stejnych castic.
Aproximativni metody v kvantové teorii.

Vlastnosti elektronti ve vicelektronovych atomech

Zaklady kvantové teorie molekul a chemické vazby.

Zaklady
materidalového
inZenyrstvi

Stavové chovani a termodynamické vlastnosti pevnych latek.

Tuhé roztoky — smeSovaci a dodatkové veli¢iny, Raoultiiv a Henryho zakon,
model regularniho roztoku, podmftizkovy model, podminky termodynamické
stability.

Fazové rovnovahy v jednoslozkovych systémech, polymortni piremény
Fazové rovnovahy v binarnich systémech, (s)-(s) a (s)-(1) fazové diagramy.
Ellinghamovy diagramy, Kelloggovy diagramy.

Chemicka rovnovaha v heterogennich systémech.

Viskozni tekutina — bilance hybnosti, konstitutivni rovnice, ustaleny tok
viskozni nestlacitelné tekutiny jednoduchymi geometrickymi systémy,
nenewtonské tekutiny.

Ustalené a neustalené vedeni tepla — bilan¢ni a konstitutivni rovnice, druhy
pocatecnich a okrajovych podminek, vedeni tepla s objemovym zdrojem.
Ustalena a neustalena difize — bilanc¢ni a konstitutivni rovnice, termodifaze,
barodifuze.

Technologie
materidlit pro
elektroniku

Rast krystalt, klasifikace fazovych rozhrani a modely povrchi.

Kinetika a termodynamika krystalizace, teorie nukleace.

Transportni jevy na fazovém rozhrani, transport tepla a hmoty.

Vyroba monokrystalti, Czochralského a Bridgmanova metoda.

Epitaxe z kapalné faze, princip, zafizeni, vlastnosti struktur.

Epitaxe z plynné faze, princip, zafizeni, vlastnosti struktur.

Molekulova epitaxe, princip, zafizeni, vlastnosti struktur.

Difuze ptimési, iontova implantace, zafizeni, vyroba PN ptechodu.
Vakuové napatovani a naprasovani, princip, zafizeni, vlastnosti struktur.
Technologie mikroelektronickych struktur a polovodicovych zdroju zafeni pro
optoelektroniku, integrace elektronickych a optoelektronickych struktur.




Elektronika

MOSFET tranzistor, vlastnosti, prahové napéti.
Integrovany NPN tranzistor.

Analogové integrované obvody.

Bipolarni ¢islicové obvody, problematika rychlosti a ptikonu.
Unipolarni invertor, vlastnosti.

CMOS obvody, konstrukce, CMOS invertor.
Polovodicové paméti.

Hybridni integrované obvody.

Zakladni technologické operace pro ULSI obvody.
Materialy pouzivané pro ULSI obvody.
Submikronové vf prvky.

Optoelektronika

Individualni a kolektivni vlastnosti fotonti; absorpce, spontdnni a stimulovana
emise.

Vlastnosti materiald pouzivanych v optoelektronice; pfimé a nepiimé
polovodice, odrazivost a propustnost.

Interakce latky a zafeni; bilan¢ni rovnice, prahova podminka laserové ¢innosti,
rezonatory, ustaleny stav, prechodové jevy.

Elektroluminiscencni diody; zpisob buzeni, ucinnost, zakladni materialy,
struktury, technologie, vlastnosti.

Polovodicové laserové diody; princip buzeni, heterostruktura, kvantové jamy,
materialy, struktury a vlastnosti.

Fotovoltaické¢ detektory a fotovodivostni detektory; materidly, struktury,
technologie a vlastnosti.

Svétlovody; podminky S$ifeni zafeni, typy svétlovodi, vazba na zdroj,
spojovani, technologie vyroby a vlastnosti.

Integrovana optoelektronika; zakladni prvky a principy zpracovani signalu.
Optoelektronické systémy; optron, optické komunikace, zaznam informace,
holografie, optické senzory.




